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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
на диссертационную работу Дурнева Михаила Васильевича 

«Электронные состояния и нелинейный транспорт в двумерных дираковских 

материалах», представленную на соискание ученой степени доктора физико­

математических наук по специальности 1.3.11 - физика полупроводников 

Изучение транспортных и оптических свойств современных моноатомных 

двумерных систем являются активно развиваемым направлением исследований в 

современной физике полупроводниковых систем пониженной размерности. Особый 

интерес представляют системы с непараболическим законом дисперсии носителей 

заряда, такими как графен, монослои дихалькогенидов переходных металлов, 

поверхностные двумерные проводящие каналы топологических изоляторов и ряд 

других. В современной литературе за такими структурами и материалами закрепилось 

общее название двумерных дираковских систем. Транспортные и оптические 

свойства двумерных дираковских материалов определяются структурой волновых 

функций и энергетического спектра объёмных и краевых состояний носителей заряда. 

Решающее влияние на структуру энергетических состояний носителей заряда 

оказывает кристаллическое строение рассматриваемых систем, а таюке внешние 

электрические и магнитные поля. Понижение симметрии сопровождается 

модификацией структуры энергетических состояний носителей заряда, что 

существенно сказывается на особенностях взаимодействия носителей заряда с 

электромагнитными полями и может приводить к качественно новым физическим 

эффектам. Большое разнообразие материалов и различных физических воздействий 

ставит перед теорией задачу детального описания энергетического спектра, 

оптических и транспортных свойств таких материалов. Теоретическому 

исследованию этих вопросов посвящена диссертационная· работа М.В. Дурнева, что и 

определяет ее актуальность. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения и списка литературы. 

Во введении обоснована актуальность проведенных исследований, 

сформулированы цель и научная новизна работы, перечислены основные положения, 

выносимые на защиту, а таюке кратко изложено содержание диссертации. 
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исследований, что является, несомненно, значимым практическим результатом

диссертационной работы. 
Материалы диссертации опубликованы в ведущих российских и 

международных рецензируемых журналах из списка Web of Science и Scopus, 
включая журналы первого квартиля. Результаты работы докладывались на 
престижных российских и международных семинарах и конференциях. Полученные в 
диссертации результаты соответствуют специальности 1.3.11 физика 
полупроводников. 

Автореферат правильно отражает содержание диссертации. 
Доклад М.В. Дурнева по материалам диссертации был заслушан и обсужден на 

семинаре ИФП им. А.В. Ржанова СО РАН на базе лаборатории теоретической физики 
19 февраля 2025 г. 

Отзыв на диссертационную работу М.В. Дурнева одобрен ученым советом 
ИФП им. А.В. Ржанова СО РАН, протокол №_L_ от (}].t?J 2025 г. 

Диссертационная работа М.В. Дурнева «Электронные состояния и нелинейный 
транспорт в двумерных дираковских материалах» в полной мере соответствует 
критериям, предъявляемым к докторским диссертациям в соответствии с Положением 
о присуждении ученых степеней ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, а ее автор, Михаил 
Васильевич Дурнев, заслуживает присуждения ученой степени доктора физико­
математических наук по специальности 1.3.11 - физика полупроводников. 

Отзыв составил ведущий научный сотрудник, исполняющий обязанности 
заведующего лабораторией теоретической физики Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
Сибирского отделения Российской академии наук, доктор физ.-мат. наук по 
специальности О 1.04.1 О - физика полупроводников 

/В.М. Ковалёв/ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 
полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии 
наук (ИФП СО РАН), Россия, 630090 г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 13, 
тел.(383)330-9-55, факс 8(383)333-27-71, http://www.isp.nsc.ru/; IFP@isp.nsc.ru. 

Подпись д.ф.-м.н., в.и.с., и.о. заведующего лабораторией теоретической физики 
ИФП СО РАН В.--'-""- ·· а удостоверяю. 
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